
トンネル FET 動作に向けた Ni シリサイド/Si 接触におけるトンネル電流の観測 

Observation of tunneling MOSFET operation in MOSFET with NiSi/Si Schottky 

source/channel contact 
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【はじめに】 MOSFET を 10nm 世代へスケーリング

するには、印加電圧(Vdd)をさらなる低減が必要であ

る。しかし、従来型 MOSFET ではサブスレッショルド

(S)値は原理的に室温で 60mV/decade 以下にならず、

高いオン電流と低いオフ電流を同時に満たすことが

困難となる。室温で S 値を更に低減できる技術が望

まれる。すでに、P-i-N 型のトンネル MOSFET でトン

ネル電流を駆動電流に用いた場合に小さな S 値が

得られることが報告されている[1]。この場合、トンネ

ル電流が駆動電流の主であるため、オン電流が比

較的小さいことが課題である。我々は、この問題に

対して、ショットキー接触によるバリアで制御するトン

ネル電流を駆動電流とすることを検討している。 

【 実 験 方 法 】  Fig.1 に シ ョ ッ ト キ ー 型 ト ン ネ ル

MOSFET の構造図を示す。SOI 基板(SOI 層 50nm)

に Tr 活性領域を形成後、ゲート絶縁膜 (SiO2 

60nm)を堆積し、ソース・ドレイン領域のパターンを形

成する。その後、スパッタ法により Ni(12nm)を堆積し、

アニールすることでゲート絶縁膜をマスクとして、Ni

シリサイドを形成する。ここで Ni シリサイドがゲート電

極部直下へ侵入するように形成することがキーポイ

ントである[2]。この後ゲート電極、ソース・ドレイン電

極(Al)を形成した。Id-Vg 特性(Vdd=-3V)により、S 値

を測定した。さらに S 値の温度依存性も測定した。 

【結果】 Fig. 2 に作製したショットキー型トンネル

MOSFET の S 値の温度変化を示す。室温時での S

値が 2000[mV/dec]と大きい原因は、厚いゲート絶縁

膜を用いたためと大きな界面準位密度によるもので

ある。高い温度領域(>150K)では温度に比例する依

存性を示したが。100K 以下では、温度依存性が小

さくなる。このことは、低温領域での駆動電流はトン

ネル電流が主となったことを示している。 

【結論】 ソース・ドレイン部に Ni シリサイドを用いた

ショットキー型トンネル MOSFET を作製した。100K

以下では温度に依存しなくなり、トンネル電流が支

配的になることを意味する。当日に Ni シリサイド侵入

現象や詳しい電流特性について発表する。 
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Fig. 1: Device structure of the fabricated SOI tunnel 

MOSFET. 
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Fig. 2: Dependence of subthreshold-slope on 

temperature at drain voltage of 3V. 
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